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(3) Ansteuerschaltung fur einen Leistungs-MOSFET 

® Ansteuerschaltung fur einen Leistungs-MOSFET (10) 
mit einen an dessen Gateanschlufc (G) angeschlossenen 
steuerbaren Widerstand (14) sowie einer zwischen Drain- 
anschlufS (D) und SourceanschluB (S) des Leistungs- 
MOSFET(10) geschaltete Schutzeinrichtung (12) zur Ver- 
minderung des Potentials am GateanschluS (G) des Lei- 
stungs-MOSFET (10) im Storfall, wobei eine temperatur- 
empfindliche Einrichtung (22) vorgesehen ist, durch wel- 
che bei Ubertemperaturen der Spannungsabfall zwischen 
Gateanschlufc (G) und Sourceanschluft (S) des Leistungs- 
MOSFET (10) erhohbar ist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Ansteuerschaltung fur einen 
Leistungs-MOSFET. 

Die Strombegrenzung im KurzschluBfall ist ein aktuelles 
Problem in der Leistungselektronik. Besonders Schaltungs- 
anordnungen mit Leistungstransistoren, wie z. B. MOSFET 
und IGBT, mussen im eingeschalteten Zustand gegen einen 
auftretenden KurzschluB im Laststromkreis geschutzt wer- 
den, da im KurzschluBfall der Strom durch den Leistungs- 
transistor sehr rasch auf ein Vielfaches des Nennstroms an- 
steigt und hierdurch der Leistungstransistor gefahrdet wird 
und sogar zerstort werden kann. Die Stromanstiegsge- 
schwindigkeit ist hierbei im KurzschluBfall von den im 
Lastkreis des Leistungstransistors befindlichen Streuinduk- 
tivitaten der Zuleitungen abhangig. Um die Zerstorung des 
Leistungstransistors zu vermeiden, dienen z. B. die oben er- 
wahnten Schutzeinrichtungen. 

Zum Erfassen des Kurzschlusses einer mit einem Lei- 
stungs-MOSFET in Reihe liegenden Last wird in der 
DE39 36 544A1 vorgeschlagen, die Drain-Source-Span- 
nung mit einer Referenzspannung zu vergleichen. Bei tfber- 
steigen eines vorgegebenen Wertes wird ein zwischen Gate- 
und SourceanschluB liegender Schalter leitend gesteuert, der 
die Gate-Source-Kapazitat entladt. Der Schalter steuert sei- 
nerseits einen zwischen Treiberund GateanschluB liegenden 
steuerbaren Widerstand in einen Bereich hoheren Wider- 
standes, so daB zusatzlich der Ladestrom fur die Gate- 
Source- Kapazitat verringert wird. 
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ist nur funktionsfahig, wenn die Drain-Source-Spannung 
des Leistungs-MOSFET eine bestimmte Spannungs- 
schwelle uberschreitet. Um bei Ubertemperatur den Lei- 
stungs-MOSFET auch unterhalb dieser Schwelle sicher ab- 
zuschalten, ist zwischen den DrainanschluB und dem Gate- 
anschluB des Leistungs-MOSFET eine Schalteinrichtung 
geschaltet, die einschaltet, sobald die Drain-Source-Span- 
nung unter die angegebene Schwelle fallt. 

Die Erfindung hat das Ziel, die zuvor beschriebene und in 
Fig. 5 dargestellte Ansteuerschaltung so weiterzubilden, daB 
cin wirksamer Schutz des Leistungs-MOSFET 10 auch dann 
gewahrleistet ist, wenn die Drain-Source-Spannung des Lei- 
stungs-MOSFET 10 unter die zuvor erwahnte notwendige 
Schwelle von beispielsweise 2 Volt gefallen ist. 

Dieses Ziel wird durch eine Ansteuerschaltung mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 gelost 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un- 
teranspruche. 

Die Ansteuerschaltung nach der Erfindung beruht im we- 
sentlichen darauf, eine in den Halbleiterchip des Leistungs- 
MOSFET integrierte temperaturempfindliche Einrichtung 
vorzusehen, durch welche bei auftretenden Ubertemperatu- 
ren im Leistungs-MOSFET der Spannungsabfall zwischen 
GateanschluB und SourceanschluB des Leistungs-MOSFET 
erhohbar ist. Eine solche Erhohung des Spannungsabfalls 
stellt sicher, daB die an sich bekannte und parallel zur Last- 
strecke des Leistungs-MOSFET geschaltete Schutzeinrich- 
tung mit ausreichender Versorgungsspannung gespeist wird 
und daher sicher ausiosen kann, selbst dann, wenn die Rei- 



Eine intern bekannte Ansteuerschaltung mit integrierter 30 henschaltung der Laststrecke des Leistungs-MOSFET mit 



Schutzeinrichtung ist vereinfacht in Fig. 5 dargestellt. Die 
Schaltungsanordnung verfiigt uber einen Leistungs-MOS- 
FET 10, dessen DrainanschluB D mit einer ersten Klemme 1 
und dessen Source- AnschluB S mit einer zweiten Klemme 2 
verbunden ist. Zwischen die beiden Klemmen 1 und 2 ist 
eine Schutzeinrichtung 12 geschaltet. Die Schutzeinrichtung 
12 ist mit dem GateanschluB G des Leistungs-MOSFET 10 
in Verbindung, um bei einem auftretendem Storfall, z. B. 
Ubertemperatur, Uberstrom oder Uberspannung, das Poten- 
tial am GateanschluB G des Leistungs-MOSFET 10 zu ver- 
mindern. Zusatzlich verfiigt die Ansteuerschaltung von Fig. 
5 uber einen steuerbaren Widerstand 14, hier in Form eines 
Enhancement-MOSFET, dessen Laststrecke zwischen den 
GateanschluB G des Leistungs-MOSFET 10 und eine dritte 
Klemme 3 zum Anlegen eines Steuersignales geschaltet ist. 
Der SubstratanschluB des MOSFET 14 ist mit der Klemme 2 
in Verbindung und dessen GateanschluB G an den Gatean- 
schluB G des Leistungs-MOSFET geschaltet. Strichliert ist 
in Fig. 5 noch die interne Gatekapazitat 16 des MOSFET 14 
dargestellt. 

Die in Fig. 5 dargestellte Ansteuerschaltung erlaubt einen 
Schutz des Leistungs-MOSFET 10 nur dann, wenn die 
Drain-Source-Spannung am Leistungs-MOSFET 10, also 
die zwischen den Klemmen 1 und 2 abfallende Spannung, 
etwa groBer +2 Volt ist. Bei kleinerer Drain-Source-Span- 
nung lost die Schutzeinrichtung 12 nicht aus, so daB das Ga- 
tepotential des Leistungs-MOSFET 10 nicht vermindert 
wird. Ein Schutz des Leistungs-MOSFET 10 ist damit bei 
kleinem Spannungsabfall an den Klemmen 1 und 2 nicht 
mehr gewahrleistet. Dies ist insbesondere bei auftretendem 
KurzschluB zwischen den Klemmen 1 und 2 der Fall. 

In der EP 0 763 895 A2 ist eine Schaltungsanordnung mit 
einem Leistungsschalter beschrieben, in dem der Leistungs- 
MOSFET eine Temperatursensorschaltung aufweist, die bei 
Ubertemperatur den GateanschluB zum SourceanschluB 
kurzschlieBt und dadurch den LaststromfluB durch den Lei- 
stungs-MOSFET abschaltet. Die zwischen DrainanschluB 
und SourceanschluB geschaltete Temperatursensorschaltung 



einem an die Laststrecke des Leistungs-MOSFET geschalte- 
ten Verbrauches kurzgeschlossen ist. 

Die temperaturempfindliche Einrichtung ist vorzugsweise 
ein temperaturempfindliches Bauelement, z. B. ein tempera- 
turempfindlicher Bipolartransistor, welcher mit der Steuer- 
elektrode des an den GateanschluB des Leistungs-MOSFET 
gekoppelten steuerbaren Widerstandes verbunden ist. 

Die temperaturempfindliche Einrichtung, wird zweckma- 
Bigcrweise im Leistungs-MOSFET-Chip integrierend ange- 
ordnet, und zwar dort, wo bei Uberlast die heiBeste S telle im 
Halbleiterkorper vermutet wird bzw. auftritt. Wenn die tem- 
peraturempfindliche Einrichtung heiB wird, fuhrt dies zu ei- 
ner Erhohung des Widerstandes des steuerbaren Widerstan- 
des, der an den GateanschluB des Leistungs-MOSFET ge- 
schaltet ist. Hierdurch wird der Leistungs-MOSFET weni- 
ger leitfahig. Wenn die Drain-Source-Spannung des Lei- 
stungs-MOSFET jedoch steigt, kann der bekannte Schutz- 
mechanismus der Schutzeinrichtung ausiosen. 

Die Ansteuerschaltung nach der Erfindung wird nachfol- 
gend anhand von Ausfuhrungsbeispielen im Zusammen- 
hang mit weiteren Figuren naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1: ein erstes Ausfuhrungsbei spiel einer Ansteuer- 
schaltung nach der Erfindung im Schaltbild, 

Fig. 2: ausschnittsweise den Schnitt durch einen Halblei- 
55 terkorper, in den die Ansteuerschaltung von Fig. 1 integriert 
ist, 

Fig. 3: ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer Ansteuer- 
schaltung nach der Erfindung, 

Fig. 4: ein drittes Ausfuhrungsbeispiel einer Ansteuer- 
60 schaltung nach der Erfindung, und 

Fig. 5: die bereits erlauterte intern bekannte Ansteuer- 
schaltung fur einen Leistungs-MOSFET. 

In den nachfolgenden Figuren bezeichnen, sofem nicht 
anders angegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche Teile mit 
gleicher Bedeutung. 

In Fig. 1 ist die Schaltungsanordnung eines ersten Aus- 
fuhrungsbeispieles einer Ansteuerschaltung fur einen Lei- 
stungs-MOSFET 10 dargestellt. Die Schaltungsanordnung 
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von Fig. 1 entspricht bis auf die nachfolgend erlauterten Un- 
terschiede der Ansteuerschaltung von Fig. 5, weswegen die 
dort beschriebenen Schaltungskomponenten und deren Ver- 
bindung untereinander nicht nochmals einzeln aufgefuhrt 
wird. Vielmehr wird diesbeziiglich auf Fig. 5 verwiesen. 

Zusatzlich zur Schaltungsanordnung von Fig. 5 ist in der 
Schaltungsanordnung von Fig. 1 eine temperaturempfindli- 
che Einrichtung, hier ein temperaturempfindlicher Bipolar- 
transistor 22 vorgesehen, welcher in den Halbleiterkorper 
des Leistungs-MOSFET 10 in nocb zu erlautemder Weise 
integriert ist. Der KollektoranschluB C dieses Bipolartransi- 
stors 22 ist mit dem GateanschluB G des MOSFET 14 und 
iiber einen Widerstand 18 mit der Klemme 3 in Verbindung. 
Der EmitteranschluB E des Bipolartransistors ist mit dem 
DrainanschluB D des Leistungs-MOSFET 10, in Kontakt. 
Diese Kontaktierung ist in Fig. 1 durch das gemeinsame Be- 
zugszeichen K angedeutet. Der BasisanschluB B des Bipo- 
lartransistors 22 ist iiber eine Schalteinrichtung 24 mit der 
Klemme 2 in Verbindung. Zwischen den GateanschluB G 
des Leistungs-MOSFET 10 und der Klemme 2 ist noch ein 
weiterer 'Widerstand 26, hier ein ohmscher Widerstand ge- 
schaltet Zusatzlich ist parallel zur Laststrecke des MOS- 
FET 14 eine Diode 20 so geschaltet, daB deren Kathodenan- 
schluB mit der Klemme 3 und deren AnodenanschluB mit 
dem GateanschluB G des Leistungs-MOSFET 10 in Verbin- 
dung steht. 

Die Funktionsweise der in Fig. 1 dargestellten Schal- 
tungsanordnung ist folgende. 

Bei normalen Betriebsbedingungen ist die Schutzeinrich- 
tung 12 und der Bipolartransistor 22 inaktiv. Bei Anliegen 
eines Steuersignales an der Klemme 3 wird der Leistungs- 
MOSFET 10 entsprechend dem Eingangssignal an der 
Klemme 3 ein- bzw. ausgeschaltet. Bei einer auftretenden 
Ubertemperatur oder Uberspannung bewirkt die Schutzein- 
richtung 12, daB das Potential an GateanschluB G des Lei- 
stungs-MOSFET 10 vermindert wird, wodurch ein Abschal- 
ten des Leistungs-MOSFET 10 erfolgt. 

Im KurzschluBfall an den Klemmen 1 und 2 lost zunachst 
aufgrund des zu geringen Spannungsabfalls zwischen den 
Klernmpn 1 und 2 die Schutzeinrichtung 12 nicht aus. Der 
KurzschluB fuhrt jedoch dazu, daB der vorzugsweise im 
Halbleiterkorper des Leistungs-MOSFET 10 angeordnete 
temperaturempfindliche Bipolartransistor 22 sehr heiB wird. 
Wenn der Bipolartransistor heiB wird, reduziert dies das Po- 
tential am GateanschluB G des MOSFET 14, weil der Emit- 
ter-Kollektorstrom des Bipolartransistors 22 ansteigt. Eine 
Verrninderung des Gatepotentials am MOSFET 14 fuhrt 
dazu, daB dieser immer weniger leitet und damit hochohmi- 
ger wird. Dies fuhrt gleichzeitig zu einer Verrninderung des 
Potentials am GateanschluB G des Leistungs-MOSFET 10, 
wodurch dieser ebenfalls weniger leitet. Als Folge steigt die 
Drain-Source-Spannung am Leistungs-MOSFET 10 soweit 
an, daB der Spannungsabfall zwischen den Klemmen 1 und 
2 ausreichend hoch ist, damit die Schutzeinrichtung 12 
funktionieren kann. Die Schwelle fur ein Funktionieren der 
Schutzeinrichtung 12 liegt beispiels weise bei etwa +2 Volt. 

Der in Fig. 1 dargestellte ohmsche Widerstand 26 bildet 
mit dem durch den MOSFET 14 gebildeten steuerbaren Wi- 
derstand einen Spannungsteiler. Die in Fig. 1 dargestellte 
Schalteinrichtung 24 ist ein weiterer Schutzmechanismus, 
wenn eine vorgegebene Drain-Source-Spannung am Lei- 
stungs-MOSFET 10 uberschritten wird. Ubersteigt die 
Drain-Source-Spannung beispiels weise +10 Volt, schaltet 
die Schalteinrichtung 24 ein, wodurch der Bipolartransistor 
22 leitend wird und der steuerbare Widerstand 14 sehr hoch- 
ohmig wird, was ebenfalls zu einem Abschalten des Lei- 
stungs-MOSFET 10 fuhrt. 

In Fig. 2 ist ein Halbleiterkorper 38 ausschnittsweise im 



Schnitt dargestellt. In diesen Halbleiterkorper 38 ist die An- 
steuerschaltung von Fig. 1 integriert. Der besseren Ober- 
sichtlichkeit wegen ist lediglich der Bereich des Halbieiter- 
korpers 38 dargestellt, der den temperaturempftndlichen Bi- 
5 polartransistor 22 und teil weise den Leistungs-MOSFET 10 
enthalt. Der Halbleiterkorper 38 weist ein Substrat mit ei- 
nem durchgehenden n + -Gebiet 40 auf. Dieses n + -Gebiet sitzt 
auf einer Drain-Elektrode, die den DrainanschluB D des Lei- 
stungs-MOSFET 10 bildet. Diese Drain-Elektrode D er- 

10 streckt sich auch in den Bereich des Halbieiterkorpers 38, in 
der der Bipolartransistor 22 integriert ist. Der Bipolartransi- 
stor 22 ist vorzugsweise im Halbleiterkorper 38 an einer 
S telle integriert, in der bei Uberlastung des Leistungs-MOS- 
FET 10 die groBte Erhitzung auftritt bzw. vermutet wird. 

15 Auf dem n + -Gebiet ist ein n~-Gebiet 42 angeordnet. In dem 
n"-Gebiet 42 sitzt im Bereich des Leistungs-MOSFET 10 in 
an sich bekannter Weise eine p-Wanne 50 mit integrierter 
n + - Wanne 52. Diese n + - Wanne ist mit dem SourceanschluB 
5 des Leistungs-MOSFET 10 in Verbindung. Zusatzlich ist 

20 ein GateanschluB G vorgesehen, welcher iiber eine Metall- 
schicht 56 mit darunterliegender Oxidschicht 54 auf der 
oberen Hauptflache des Halbieiterkorpers 38 aufsitzt. Der 
besseren Ubersichtlichkeit wegen ist in der Darstellung von 
Fig. 2 lediglich ein Teil des Leistungs-MOSFET 10 gezeigt. 

25 Zur Integration des Bipolartransistors 22 in den Halblei- 
terkorper 38 ist in das n~-Gebiet 42 eine p-dotierte Wanne 
eingebettet. Wie die Schnittansicht von Fig. 2 zeigt, weist 
diese p-dotierte Wanne rechts ein p + -dotiertes Gebiet 44 und 
links anschlieBend ein im Vergleich zum p + -Gebiet 44 weni- 

30 ger tiefes p"- Gebiet 46 eingebettet. In das p"-Gebiet ist ein 
n + -Gebiet 48 eingebettet und von einem KollektoranschluB 
C kontaktiert. Das p^-Gebiet 44 ist von einem BasisanschluB 
B des Bipolartransistors 22 kontaktiert. Wie aus Fig. 2 er- 
sichtlich, ist es in sehr einfacher Weise moglich, den Bipo- 

35 lartransistor 22 innerhalb des Halbieiterkorpers 38 der ge- 
samten Ansteuerschaltung zu integrieren. Durch die inte- 
grierende Anordnung des Bipolartransistors 22 innerhalb 
des Halbieiterkorpers 38 und dort insbesondere an der hei- 
Besten S telle beim Auftreten von Uberlast kann der im Zu- 

40 sammenhang mit Fig. 1 beschriebene Schutzmechanismus 
zur Erhohung der Drain-Source-Spannung im KurzschluB- 
fall realisiert werden. 

In Fig. 3 ist ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer An- 
steuerschaltung nach der Erfindung dargestellt. Die Ansteu- 

45 erschaltung von Fig. 3 entspricht der Schaltungsanordnung 
von Fig. 1. Allerdings ist jetzt die Schalteinrichtung 24 im 
Detail angegeben. Die Schalteinrichtung 24 weist einen De- 
pletion-MOSFET 27 auf, dessen SourceanschluB S mit der 
Klemme 2 und dessen DrainanschluB D mit dem Basis an- 

50 schluB B des temperaturempfindlichen Bipolartransistors 22 
in Verbindung steht. Der GateanschluB G des MOSFET 27 
ist iiber einen ohmschen Widerstand 28 mit der Klemme 2 in 
Verbindung. Der GateanschluB G des MOSFET 27 ist zu- 
satzlich an den SourceanschluB S eines Enhancement-MOS- 

55 FET 29 angeschlossen. Dessen SubstratanschluB ist mit der 
Klemme 2 in Verbindung, ebenfalls dessen GateanschluB G. 
Der DrainanschluB D des MOSFET 29 ist an die Klemme 1 
angeschlossen. 

Die Schaltereinrichtung 24, bestehend aus den beiden 

60 MOSFET 27, 29 und dem Widerstand 28 bewirkt beim Auf- 
treten einer Uberspannung von beispielsweise groBer 
10 Volt ein Einschalten des MOSFET 27, was zugleich zum 
Durchschalten des Bipolartransistors 22 fuhrt. Das Durch- 
schalten des Bipolartransistors 22 fuhrt zur Absenkung des 

65 Potentials am GateanschluB G des MOSFET 14, wodurch 
ebenfalls der Leistungs-MOSFET 10 abgeschaltet wird. 

In dem dritten Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsge- 
maBen Ansteuerschaltung gemaB Fig. 4 ist die aus den Fig. 
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1 und 3 bekannte Diode 20 durch einen MOSFET 20* er- 
setzt. Zusatzlich ist der in Fig. 1 und Fig. 3 dargestellte und 
beschriebene ohmsche Widerstand 26 durch einen Bipolar- 
transistor 30 ersetzt. Hierzu ist der npn-Bipolartransistor 30 
mit seinem BasisanschluB B mit dem BasisanschluB B des 5 
Bipolartransistors 22 verbunden. Der KollektoranschluB C 
des Bipolartransistors 30 ist an den GateanschluB G des Lei- 
stungs-MOSFET 10 angeschlossen und derEmitteranschiuB 
E des Bipolartransistors 30 steht mit der KLernme 1 in Ver- 
bindung, ist also bei integrierter Ausfuhrungsform mit der 10 
Drain-Elektrode D des Leistungs-MOSFET 10 in Kontakt. 
Durch den Bipolartransistor 30 flieBt ein temperaturabhan- 
giger Sperrstrom. Dies bewirkt, daB im Normalbetrieb der 
Ansteuerschaltung kein EingangssUrom flieBt. 

Die Diode 20 (vgl. hierzu Fig. 1 und Fig. 3) bzw. der als 
Diode geschaltete MOSFET 20 in Fig. 4 dient zur Reduzie- 
rung der Abschaltzeit des Leistungs-MOSFET und ist daher 
optional. Die in den Schaltungsanordnungen von Fig. 1 bis 
Fig. 4 dargestellten ohmschen Widerstande konnen auch 
durch Depletion-MOSFET ersetzt sein. 

Bezugszeichenliste 
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Patentanspriiche 

1. Ansteuerschaltung fur einen Leistungs-MOSFET 60 
(10) mit einem an dessen GateanschluB (G) ange- 
schlossenen steuerbaren Widerstand (14) sowie einer 
zwischen DrainanschluB (D) und SourceanschluB (S) 
des Leistungs-MOSFET (10) geschalteten Schutzein- 
richtung (12) zur Verminderung des Potentials am Ga- 
teanschluB (G) des Leistungs-MOSFET (10) im Stor- 
fall, wobei eine temperaturempfindliche Einrichtung 
(22) vorgesehen ist, durch welche bei auftretenden 



Obertemperaturen im Leistungs-MOSFET (10) der 
Spannungsabfall zwischen GateanschluB (G) und 
SourceanschluB (S) des Leistungs-MOSFET (10) er- 
hohbar ist. 

2. Ansteuerschaltung nach Anspruch 1, wobei die tem- 
peraturempfindliche Einrichtung (22) ein temperatur- 
empfindliches Bauelement (22) ist, das mit der Steuer- 
elektrode (G) des steuerbaren Widerstandes (14) in 
Verbindung steht. 

3. Ansteuerschaltung nach Anspruch 2, wobei das 
temperaturempfindliche Bauelement (22) innerhalb des 
Halbleiterkorpers (38) des Leistungs-MOSFET (10) 
integriert ist. 

4. Ansteuerschaltung nach Anspruch 3, wobei das 
temperaturempfindliche Bauelement (22) in einem Be- 
reich des Halbleiterkorpers (38) angeordnet ist, in wel- 
chem bei Uberlast die heiBeste Stelle auftritt. 

5. Ansteuerschaltung nach einem der Anspriiche 2 bis 
4, wobei das temperaturempfindliche Bauelement (22) 
ein Bipolartransistor ist. 

6.. Ansteuerschaltung nach Anspruch 5, wobei der 
KollektoranschluB (C) des Bipolartransistors (22) mit 
dem SteueranschluB (G) des steuerbaren Widerstandes 
(14) verbunden ist, wobei der BasisanschluB (B) des 
Bipolartransistors (22) iiber eine Schalteinrichtung 
(24) an eine Klemme (2) fur Versorgungsspannung ge- 
schaltet ist, und wobei der EmitteranschluB (E) des Bi- 
polartransistors (22) an den DrainanschluB (D) des Lei- 
stungs-MOSFET (10) angeschlossen ist. 

7. Ansteuerschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 

6. wobei. der steuerbare Widerstand (14) ein MOSFET 
ist. 

8. Ansteuerschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 

7. wobei zwischen den GateanschluB (G) und Source- 
anschluB (S) des Leistungs-MOSFET (10) ein Wider- 
stand (26) geschaltet ist. 

9. Ansteuerschaltung nach Anspruch 8, wobei der Wi- 
derstand (26) ein ohmscher Widerstand (26) ist. 

10. Ansteuerschaltung nach Anspruch 8, wobei der 
Widerstand (26) ein Bipolartransistor (30) ist, dessen 
BasisanschluB (B) mit der temperaturempfindlichen 
Einrichtung (22) gekoppelt ist, wobei der Kollektoran- 
schluB (C) des Bipolartransistors (30) mit dem Gatean- 
schluB (G) des Leistungs-MOSFET (10) gekoppelt ist, 
und wobei der EmitteranschluB (E) des Bipolartransi- 
stors (30) mit dem DrainanschluB (D) des Leistungs- 
MOSFET (10) gekoppelt ist. 

11. Ansteuerschaltung nach einem der Anspriiche 1 
bis 10, wobei parallel zum steuerbaren Widerstand (14) 
eine Diode (20) geschaltet ist, wobei der Kathodenan- 
schluB der Diode (20) mit der Klemme (3) fur den Ein- 
gang und der AnodenanschluB der Diode (20) mit dem 
GateanschluB (G) des Leistungs-MOSFET (10) ver- 
bunden ist. 

12. Ansteuerschaltung nach Anspruch 11, wobei die 
Diode (20) durch einen MOSFET gebildet ist. 

13. Ansteuerschaltung nach einem der Anspriiche 1 
bis 12, wobei die Widerstande der Ansteuerschaltung 
durch die Depletion-MOSFET gebildet sind. 
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